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【57】申請專利範圍
1.　一種製造半導體裝置的方法，包含：
在一漂移層中形成一遮蔽區、一井區與一源極區，其中該源極區在該井區上，該遮蔽區

的頂部低於該井區的底部，且該遮蔽區的至少一部分不與該井區重疊；

在該漂移層中形成該遮蔽區、該井區與該源極區之後，在該漂移層中形成一溝槽，該溝

槽暴露該遮蔽區；

對該溝槽的一側壁與一底部執行一熱氧化製程以在該溝槽的該側壁與該底部形成一熱氧

化層，其中沿著該源極區的該熱氧化層的一厚度大於沿著該井區的該熱氧化層的一厚

度；

移除該熱氧化層；

在該溝槽的該側壁與該底部形成一閘極介電層，其中沿著該源極區的該閘極介電層的一

厚度大於沿著該井區的該閘極介電層的一厚度；以及

在該溝槽中形成一閘極。

2.　如請求項 1所述之方法，其中沿著該遮蔽區的該熱氧化層的一厚度大於沿著該井區的該
熱氧化層的該厚度。

3.　如請求項 1所述之方法，其中在移除該熱氧化層之後，該溝槽的一頂部寬於該溝槽的該
底部。

4.　如請求項 1所述之方法，其中該閘極介電層的其中一部分藉由執行該熱氧化製程形成，
且該熱氧化製程氧化該源極區的一頂部的速率低於氧化該源極區的一側壁的速率。

5.　一種半導體裝置，包含：
一漂移層；

一閘極，在該漂移層上；

一閘極介電層，沿著該閘極的一側壁與一底部；

一遮蔽區，在該閘極介電層的一底部，且該遮蔽區與該閘極介電層的該底部接觸；
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一井區，在該閘極介電層的一側，其中沿著該遮蔽區的該閘極介電層的一厚度大於沿著

該井區的該閘極介電層的該厚度；以及

一源極區，在該閘極介電層的該側與該井區上，其中沿著該源極區的該閘極介電層的一

厚度大於沿著該井區的該閘極介電層的一厚度，且沿著該源極區的該閘極介電層具有圓

弧狀側壁。

6.　如請求項 5所述之半導體裝置，其中該遮蔽區的摻雜濃度高於該井區的摻雜濃度。
7.　如請求項 5所述之半導體裝置，其中該閘極的一頂部寬於該閘極的一底部。
8.　如請求項 5所述之半導體裝置，其中該閘極介電層接觸該漂移層，且沿著該源極區的該
閘極介電層的該厚度大於沿著該漂移層的該閘極介電層的一厚度。

圖式簡單說明

第 1圖至第 6圖繪示本揭露的一些實施方式中形成半導體裝置的橫截面視圖。
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